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我々はこれまで、フェムト秒パルスレーザーを試料に照射し、発生するテラヘルツ(THz)波の振

幅を可視化するレーザーテラヘルツ放射顕微鏡(LTEM)を用い、太陽電池検査システムの開発を行

ってきた[1-3]。前回までに、InGaP/GaAs/Geタンデム太陽電池の InGaP/GaAsおよび GaAs/Geの各

接合を励起する波長領域の励起レーザーを用いた結果について個別に報告してきた[2、3]。本研究

では、励起レーザー波長を広範囲に変化させることにより、InGaP/GaAs/Ge タンデム太陽電池か

ら放射されるテラヘルツ波および波形の波長依存性を統一的に解釈することを試みた。 

図 1に照射するフェムト秒パルスレーザーの波長を 495 nm～960 nmまで連続的に変化させた時

の、3 接合太陽電池から放射されたテラヘルツ波の振幅の変化を示す。本測定では、異なる波長

域をもつ 3種類のレーザーを持つシステム(Ⅰ.495-750 nm, Ⅱ.690-855 nm, Ⅲ830-960 nm)を用いて

測定を行った。照射するパルスレーザーのフォトン密度はほぼ一定である。波長 880nm付近での

振幅変化は、励起層がGaAsからGeに変化しているためであることは前回報告したとおりである。

一方、InGaPのバンド端である 680 nm付近に近づくにつれて、顕著に THz波の振幅が増加するこ

とが分かった。これは、InGaP層と GaAs層を同時に励起することにより、両者のキャリアがトン

ネル接合層を介して結合し、空乏層付近に電荷が蓄積することによる、電界のスクリーニング効

果が緩和されたためであると考えた。これを検証するため、1 層目の InGaP のみを励起する波長

510 nmのパルスレーザーとは別に、GaAsを励起する波長 808 nmの CWレーザーを同時に照射し

た。図 2はこのとき放射されたテラヘルツ波の CWレーザーパワー依存性である。この結果は、

GaAs 層を励起することにより InGaP 層から発生する THz 波が増加することを示しており、上記

仮説を裏付けるものと考えている。 
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Fig. 1: THz peak amplitude emitted from triple junction 

solar cells under the illumination of femtosecond pulsed 

laser with the wavelength of 495-960 nm. 

Fig. 2: CW laser power dependence of THz peak 

amplitude generated by 510 nm pulsed laser. 
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